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Tema 1/

Polarizacion de FETSs

17.1.- Introduccion

Al igual que en los transistores BJT, serd el circuito de polarizacion el que
garantice el punto de funcionamiento optimo en los transistores FET. Los criterios a
seqguir en el disefio del circuito de polarizacion, seran los mismos que se vieron en los
circuitos amplificadores con BJT: estabilidad del punto Q, ganancia de tension,
distorsion, potencia a disipar, etc.

De la misma forma que los BJTs se polarizan en la region activa, los
transistores FET se polarizaran en la region equivalente, es decir, en la regién de
saturacion. Para ello, se utilizan los circuitos que analizaremos en este capitulo (para

los de canal n):
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Tema 17: Polarizacion de FETs

» Circuito de autopolarizacion de fuente.

» Circuito para un FET de acumulacion.

» Circuito de polarizacion con cuatro resistencias (circuito genérico).
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Circuito de autopolarizacion de fuente

17.2.- CIRCUITO DE AUTOPOLARIZACION DE FUENTE

La configuracion mostrada en la Figura 17.1 es vélida para polarizar tanto un
MOSFET de deplexién como un JFET.
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Figura 17.1.- Circuito de autopolarizacién de fuente.

En efecto, para verlo vamos a trazar la recta de carga estatica en la curva de

transferencia del dispositivo (ver Figura 17.2). Puesto que I, =0, de la malla puerta-

fuente obtenemos que:
Ves =—Rs - 1 = I, =—-—= (17.2)

La ecuacién (17.1) es la ecuacion de la recta de carga estatica que pasa por el

. . . 1 . .,
origen de coordenadas y presenta una pendiente igual a R Su interseccion con la
S

caracteristica de transferencia del dispositivo nos dara el punto de reposo Q.

Este circuito solo es valido para V; <0 y hay que tener en cuenta que NO
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garantiza el funcionamiento en la REGION DE SATURACION. Para que asi fuera,

VDS ZVD,SAT =VGS _VT VDD_RD'ID_RS'IDZ_RS'ID_VT

»
»

VT VGS

Figura 17.2.- Resolucién gréafica del punto Q.

17.3.- CIRCUITO PARA UN FET DE ACUMULACION

El circuito de la Figura 17.1 no puede utilizarse para polarizar un nMOST de

acumulacion ya que la caida de tension en R polariza inversamente la puerta, y en un

nMOST de acumulacion se necesita una tension de puerta positiva. Para ello se utiliza el

circuito de la Figura 17.3.
En efecto, puesto que
I;=0= Vs =0 = Vs =Voe + Vs = Vs =Vss
De la malla del drenador se obtiene,

Voo — V.
Voo =Vos =Rp -1 — lp =—22—5 (17.2)

Vps =Ves R D
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Circuito para un FET de acumulacion

La ecuacion (17.2) es la ecuacion de la recta de carga estatica cuya abcisa en el

. . . 1 . .
origen es V., Yy presenta una pendiente igual a = Su interseccion con la
D

caracteristica de transferencia del dispositivo nos dara el punto de reposo Q. Por lo
tanto, la Unica condicién que ha de cumplirse para que ambas curvas se corten es que
Vpp >V; . Esta condicion es equivalente a decir que la |, calculada segun la ecuacion

(17.2) es positiva y, ademas, GARANTIZA el funcionamiento en la REGION DE
SATURACION.
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Figura 17.3.- Circuito de polarizacién para un FET de acumulacion.
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Figura 17.4.- Resolucién gréafica del punto Q.
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En efecto,
Vis 2VD,SAT =Ves — V¢ — Ves 2Ves — V5
VDS :VGS
0=-V; = V; 20 condicion que, efectivamente, se cumple.

El circuito de la Figura 17.3 no puede utilizarse para polarizar un JFET ya que

Vs >0 y necesitamos una Vg <0.

17.4.- CIRCUITO DE POLARIZACION CON CUATRO RESISTENCIAS

(CIRCUITO GENERICO)

El circuito de la Figura 17.5 puede utilizarse para polarizar cualquier tipo de
transistor FET pero NO garantiza:

e El funcionamiento en la region de saturacion.

e Que quede canal abierto en el lado de la fuente.

En efecto, si V; =R;, — Voo Yy R; =R;, /I R;, = de la malla puerta-fuente
RGl + RGZ
se obtiene que
Ve —Vas =Rs - 1p ID:M (17.3)

La ecuacion (17.3) es la ecuacion de la recta de carga estatica cuya abcisa en el

. . . 1
origen es V,; y presenta una pendiente igual a R Para poder obtener una
S

interseccion entre la recta de carga estatica y la curva de transferencia, Figura 17.6, ha

de cumplirse que Vg >V;.
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Circuito de polarizacién con cuatro resistencias (circuito genérico)
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Figura 17.5.- Circuito genérico de polarizacion.
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Figura 17.6.- Resolucion grafica del punto Q. En un MOSFET de acumulacion, Vi, .
En un JFET 0 MOSFET de deplexion, V;,.

Ademas,

Vs 2Vp sar =Ves = Vi
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Voo =Ry -1 2V, =V,

Por lo que, efectivamente, este circuito NO garantiza el funcionamiento en la

REGION DE SATURACION.
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